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69 Vorrichtung zum Behandeln von diilnnem Substrat mit Fliissigkeit im Durchlaufverfahren.

@ Um dlinne Substrate (18) in einer Fliissigkeit behandeln
wie zum Beispiel spiilen oder atzen zu kdnnen, ohne dass
die Gefahr besteht, dass die Substrate mechanisch defor-
miert werden, wird eine Vorrichtung (10) vorgeschiagen,
bei der das Substrat waagerecht oder in etwa waagerecht
durch ein die Flissigkeit aufweisendes Behaltnis (12) unter-
halb des Fliissigkeitsspiegels geflihrt ist, wobei der durch
die Flussigkeitssaule oberhalb des Substrats hervorgerufe-
ne hydrostatische Druck gleich oder in etwa gleich dem auf
die Unterseite des Substrats einwirkenden Druck ist, der
durch einen kontrolliert in die Fliissigkeit eingeleiteten und
auf die Unterseite des Substrats auftreffenden Fliissigkeits-
anteil bestimmt ist.
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Vorrichtung zum Behandeln von diinnem Substrat mit Flissigkeit im

Durchlaufverfahren

‘Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum Behandeln von

- dinnem Substrat mit Fliissigkeit im Durchlaufverfahren.

Die Handhabung und Behandlung von vor allem groflformatigen diinnen
zerbrechlichen Platten mit extrem empfindlicher Oberfliche bereitet in
verschiedenen Bereichen der Technik erhebliche -Schwierigkeiten. So
miissen beispielsweise bei der Herstellung von Diinnschicht-Halbleiter-
schichten diinne, mit verschiedenen Substanzen bedampfte Glasplatten,
sogenannte Substrate, einem chemischen»Tauc.hbad ausgesetzt werden,
um {ber einen chemischen Austauschprozefl eine Halbleiterschicht zu
bilden. Dieser Prozel ist sehr empfindlich und durch die Kontaktiéif
im Bad sowie die Badbewegung stark beeinfluBt. Dabei 148t sich eine
gleichméBige nass-chemische Behandlung der gesamten Oberfliche bei
der Herstellung grofformatiger Halbleiterschichten nur noch im Durch-

laufverfahren realisieren.

Zwar besteht die Moglichkeit, die Substrate senkrecht in Tauchbider
einzutauchen. Dieses Verfahren ist jedoch fiir eine gleichmdBige Ober-

flachenbehandlung ungeeignet, da die unteren Substratkanten beim
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Eintauchen 2zuerst benetzt werden und zuletzt wieder aus dem Bad
heraustreten. Gerade aber bei kurzen Tauchzeiten ist daher eine

entsprechendes Verfahren mit erheblichen Nachteilen verbunden.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Vorrichtung zum
Behandeln von Substraten mit Fliissigkeit im Durchlaufverfahren zur
Verfiigung zu stellen, die sicherstellt, dafl eine gleichmdfige Behand-
lung der Oberfldche auch bei kurzen Behandlungszeiten erfolgt, ohne
daB die Gefahr besteht, dafl das Substrat wdhrend der Behandlung
insbesondere mechanisch deformiert wird, wodurch eine Beschéddigung
des Substrats und damit eine Umbrauchbarkeit von diesem gegeben

wére.

Die - Aufgabe wird erfindungsgemdf3 dadurch geldst, dafl das Substrat

waagerecht oder in etwa waagerecht durch ein die Flissigkeit auf-

"weisendes Behdltnis unterhalb des Fliissigkeitsspiegels gefiihrt ist,

wobei der durch die Fliissigkeitssdule oberhalb des Substrats hervor-
gerufene hydrostatische Druck gleich oder in etwa gleich dem auf die
Unterseite . des Substrats einwirkenden Druck ist, der durch einen

kontrolliert in die Fliissigkeit eingeleiteten und auf die Unterseite des

Substrats auftreffende Fliissigkeitsanteil bestimmt ist.

Mit anderen Worten wird eine Vorrichtung zur Verfiigung gestellt, bei
der das Substrat widhrend der Behandlung einer gleichméfigen Druck-
belastung ausgesetzt ist, die sicherstellt, daB mechanische Ver-
formungen nicht auftreten konnen. Dies wird dadurch erreicht, daB
das Substrat waagerecht durch die Fliissigkeit gefithrt wird. Dabei
wird das Substrat vorzugsweise von einer Fiihrungseinrichtung auf-
genommen, die sicherstellt, daBl w&hrend des Transports durch die
Fliissigkeit weder Transportrollen noch andere Stabilisierungs- oder
Fiilhrungsrollen erforderlich sind, um das Substrat durch die Flussig-

keit zu fiihren. Die Fdrdergeschwindigkeit der das Substrat aufnehmen-
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den Einrichtung kann dann so eingestellt werden, daB auf das

.e

Substrat iiber eine vorher zu bestimmende Zeitspanne die Fliissigkeit
einwirkt. In diesem Zusammenhang sei ausdriicklich darauf hinge-
wiesen, daB das Behandeln des Substrats mit der Fliissigkeit als ein
Beschwallen mit Flissigkeit zu bezeichnen ist. Dieses Beschwallen
umfaBlt dabei verschiedene Prozesse im Durchlaufverfahren wie zum
Beispiel Benetzen, Spiilen, Entfetten, Beschichten, Atzen oder chemi-
sches Umsetzen. Dabei werden insbesondere bei den Verfahren wie
Spiilen (Loseffekte), Atzen und chemisches ‘Umsetzen genau einzuhalten-

de Kontaktzeiten benétigt, die im Sekundenbereich liegen k&nnen.

Vorzugsweise weist das im Schnitt rechteckige, kopfseitig offene und
bodenseitig  geschlossene  Behdltnis an zwei  gegeniiberliegenden
Wandungen Durchtrittsschlitze fiir das Substrat auf, wobei das Behd&lt-

nis in einem Uberlaufgeféiﬁ angeordnet ist, von dem eine ein Fodrder-

~aggregat aufweisende erste Leitung ausgeht, deren freies Ende auf

die Unterseite des Substrats ausgerichtet ist, und zur kontrollierten
Flissigkeitsabgabe 1in den Bereich des Behdltnisses oberhalb . des
Substrats eine (zweite) Verbindung zwischen dem Uberlaufgefi und
dem Beh&dltnis besteht sowie unterhalb des Substrats von dem Behé&ltnis
eine Steigleitung ausgeht, die mit dem 'Behdltnis oberhalb des

Substrats verbunden ist.

Dabei kann vorteilhafterweise die zweite Leitung von der ‘ersten
Leitung nach dem Férderaggiregat abgezweigt werden und in dem Zum
Beh&ltnis fithrenden Abschnitt eine Drossel aufweisen, um so kon-
trolliert in das Behdltnis oberhalb des Substrats Fliissigkeit einzu-
fihren. Ferner ist das Behidltnis iiber eine den Flﬁssigkeitspegel'
bestimmenden Uberlaufleitung, in die die Steigleitung miindet, mit
einem Fliissigkeitsreservoir verbunden, das seinerseits bodenseitig mit
einem Uberlaufgefil in Verbindung steht. Durch eine entsprechende
Vorrichtung ist sichergestellt, dafl sich die Druckverh&ltnisse um das
durch das Behdltnis hindurchgefithrte Substrat so einstellen, dafl eine
mechanische Deformation nicht auftreten kann, also eine Beschidigung

des Substrats ausgeschlossen ist.
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In weiterer Ausgestaltung der Erfindung sind sowohl vor dem Ein-
tritts- als auch nach dem Austrittsschlitz Gasdiisen angeordnet, und
zwar ober- und unterhalb der Transportebene des Substrats. Aus
diesen Gasdiisen kann dann iiber die gesamte Breite des Ein- bzw.
Austrittsschlitzes Inertgas abgegeben werden, so daB aus den
Schlitzen austretende Fliissigkeit =zuriickgedrdngt wird, so daB das
Substrat nach Verlassen des Behidltnisses im wesentlichen der Flussig-

keit nicht weiter ausgesetzt ist.

Die Durchtrittsschlitze des Behidltnisses werden dabei so dimensioniert,
daB sie nur geringfligig breiter als die Substratstérke sind. Bei einer
exakten Fihrung der Substrate mit der zuvor erwdhnten Flihrungs-
einrichtung, die vorzugsweise aus zwei V-Schienen bestehen, die die
Substrate beidseitig halten und die ihrerseits in 2zwei Schienen
laufen, die durch den Ein- und Austrittsschlitz fihren, sollte der
jeweilige Schlitz insgesamt nur ca. 2 mm dicker sein als die Substrate
selbst. Die Schlitzlange selbst ergibt sich aus der Tiefe der zu
behandelnden Substrate.

Zwar konnte der auf das Substrat abzugebende Fliissigkeitsanteil auch
unter einem von 90° abweichenden Winkel auf die Unterseite des
Substrats geleitet werden, jedoch hat es sich als vorteilhaft erwiesen,
daBl die Zufiihrleitung fir das Schwallgut in das Beh&ltnis senkrecht
nach oben gefiihrt wird, so dafl der Austritt des Fliissigkeitsanteils
ebenfalls senkrecht oder nahezu senkrecht auf die Unterseite des zu
behandelnden Substrats ausgerichtet 1ist. Dabei kann die Leitung,
deren freies Ende mit Schlitzdiisen zur gleiéhmaﬁigen Verteilung des
Fliissigkeitsanteils auf das Substrat versehen sein kann, vorzugsweise
bis 0,5 cm bis 4 cm an die Transportebene des Substrats herangefiihrt
werden. Ferner kann die Schwallintensitdt selbst durch das in der
Leitung angeordnete Forderaggregat wie zum Beispiél eine Pumpe

eingestellt werden.

(I I B
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Mit Hilfe der erfindungsgemidBen Vorrichtung konnen die Behandlungs-
zeiten fiir diinne, zerbrechliche Substrate so eingestellt werden, daf
sich sowohl Zeiten im Sekundenbereich als auch im Minutenbereich
ergeben. Dies hdngt im wesentlichen von der Transportgeschwindigkeit
des Substrats durch das Behidltnis sowie die Dimensionierung des

Behidltnisses selbst ab.

Ein Verfahren zum Behandeln wie zum Beispiel Benetzen, Spiilen,
Entfetten, Beschichten, Atzen oder chemisches Umsetzen von zumindest
einer Oberfldche eines diinnen Substrats wie zum Beispiel einer
Halbleiterschicht in einer Fliissigkeit zeichnet sich insbesondere durch

die Verfahrensschritte aus,

a) waagerechtes oder nahezu waagerechtes Hindurchfithren des

Substrats durch die Fliissigkeit unterhalb deren Oberfliche,

b) Beschwallen der Unterseite des Substrats zum Behandeln dieses

mit einem Flissigkeitsanteil und
c¢) Einstellen des Drucks oberhalb und unterhalb des Substrats in
der Fliissigkeit in einem Umfang, dafl auf das Substrat keine eine
mechanische Deformation hervorrufende Druckdifferenz einwirkt
bzw. nur in einem Umfang auftritt, der noch keine mechanische
Deformation und damit Beschddigung des Substrats nach sich zieht.
Weitere Einzelheiten, Vorteile und Merkmale der Erfindung ergeben
sich aus den in der Zeichnung dargestellten bevorzugten Ausfiihrungs-
beispielen.
Es zeigen:
Fig. 1 eine Prinzipdarstellung einer erfindungsgemifBen Vorfichtun"g,

Fig. 2 eine Fithrungseinrichtung fiir ein Substrat und

Fig. 3 eine Detaildarstellung von Fig. 1.
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In Fig. 1 ist der prinzipielle Aufbau einer erfindungsgemadfBen Vor-
richtung 10 zum Beschwallen von diinnen zerbrechlichen Substraten 18
wie Halbleiterschichten mit Fliissigkeit dargestellt. Die Vorrichtung 10
umfaBlt ein im Schnitt vorzugsweise rechteckiges Behdltnis 12 mit
diametral angeordneten Eintritts- und Austrittsschlitzen 14 bzw. 16,
durch die das Substrat 18 durch das Behdltnis 12 gefiihrt werden
kann. Das Beh#dltnis 12 ist in einem Uberlaufgef'aﬁ 20 angeordnet, von
dem seinerseits bodenseitig Leitungen 22 und 24 ausgehen. Dabei ist
die Leitung 24 mit einem Flissigkeitsreservoir 26 verbunden, das
seinerseits mit dem Behiltnis 12 iiber eine Leitung 28 verbunden ist,
wobei die Leitung 28 in dem Behidltnis oberhalb des Schlitzes 14 und
16 miindet. Die Leitung 22 fiihrt in das Behidltnis 12 zuriick und weist
ein Forderaggregat wie eine Pumpe 30 auf. Von der Leitung 22 nach
dem Fo6rderaggregat 30 zweigt sodann eine weitere Leitung 32 ab, die

gleichfalls in das Beh&dltnis 12 miindet, gleichfalls oberhalb der

Durchtrittsschlitze 14 und 16. In der Leitung 32 kann gegebenenfalls

eine Drossel 34 angeordnet werden, um die iiber die Leitung 32 in das
Beh&ltnis 12 abzugebende Fliissigkeit im gewiinschten Umfang einstellen

zu kdnnen.

- SchlieBlich geht von dem Bodenbereich des Behidltnisses 12 eine

Steigleitung 36 aus, die in die Leitung 28 miindet. Ferner ist zu
bemerken,. daB die Leitung 22 derart in das Behdltnis 12 eingefﬁhrt
ist, daB der in dem Behiltnis 12 gefilhrte Abschnitt 38 in etwa in
Langsrichtung des Behdltnisses 12 gefiihrt wird und somit die aus der
Leitung 22 bzw. 38 austretende Fliissigkeit senkrecht oder in etwa
senkrecht auf das durch die Schlitze 14 und 16 gefiihrte Substrat 18
auftrifft. '

Uber die Leitung 22 wird von der Fliissigkeit 26 bzw. dem Uberlauf-
gefdB3 20 stammende Fliissigkeit mittels des Forderaggregats 30 in das
Behdltnis 12 in einem Umfang gepumpt, daB sich ein Flissigkeits—

niveau einstellt, das bis zur Verbindung 28 reicht, die die Hdhe des
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Flussigkeitsspiegels vorgibt. Unter diesen Bedingungen ist gleichzeitig
die Leitung 32 sowie die Steigleitung 36 gefiillt. Die aus den
Durchtrittsschlitzen 14 und 16 austretende Fliissigkeit wird von dem
Sammelgefd83 20 aufgenommen wund iber die Leitung 22 und dem
Forderaggregat 30 dem zuvor beschriebenen Kreislauf wieder zuge-
fihrt. Wird nun durch die Durchtrittsschlitze 14 und 16 ein Substrat
18 gefithrt, so verengen sich die Durchtrittsspalte 14 und 16, so daB
der Anteil der in den Auffangbehdlter 20 gelangenden Fliissigkeit
reduziert wird. Obwohl das Forderaggregat 30 mit gleicher Forder-
leistung weiterarbeiten kann, wird kein einseitiger Druckaufbau von
unten auf das Substrat 18 hervorgerufen, da iiberschiissige Fliissigkeit
iber das Steigrohr 36 und die Uberlaufleitung 28 in das Flissigkeits-

reservoir 26 zuriickflieflen kann.

Verengt das Substrat 18 sowohl den Eintritts- als auch den Austritts-
schlitz 14 und 16, so kann auch iiber Leckverluste an den Schlitzen
das. Flussigkeitsniveau und damit der hydrostatische Druck oberhalb
des Substrats 18 nicht absinken, .da tiber die Leit‘ung 32 Fliissigkeit
fortwahrend ergédnzt wird. Ein unzuldssiger Druckanstieg kann in
diesem Fall jedoch auch nicht auftreten, da der Fliussigkeitsspiegel
durch die Uberlaufleitung 28 vorgegeben ist. Gegebenenfalls kann
mittels der Drossel 34 der Zulauf in den Bereich des Beh&ltnisses 12

oberhalb des Substrats 18 im erforderlichen Umfang reguliert werden.

Mit der erfindungsgemé&fBlen - Vorrichtung ist erkennbar erstmalig die
Moglichkeit gegeben, mit einfachen Mitteln diinne zerbrechliche
Substrate durch Beschwallen zu behandeln, ohne daB  hierbei die
Gefahr besteht, dafl in der Fliussigkeit, in der das Substrat behandelt
bzw. beschwallt werden soll, unkontrollierte zur Zerstdrung fiihrende

Druckverhdltnisse vorherrschen.

Damit das Substrat 18 weder durch irgendwelche Transportrollen noch

durch Stabilisierungs- oder Fiihrungsrollen mechanisch gehalten und
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durch das Behdltnis 12 gefiihrt werden muf3, wird in besonders
hervorzuhebender Ausgestaltung der Erfindung das Substrat 18 von
einer Halteeinrichtung 36 aufgenommen, wie sie in Fig. 2 dargestellt
ist. Dabei besteht die Halteeinrichtung aus zwei die Seitenrdnder 38
bzw. 40 des Substrats 18 aufnehmende Schienen 42 und 44, die
einander zugewandte konkave, vorzugsweise V-foérmig ausgebildete Aus-
nehmungen 46 bzw. 48 aufweisen. Von diesen Ausnehmungen 46, 48
werden die Seitenrdnder 38, 40 aufgenommen, so daf nunmehr nur
noch die Schienen 42, 44 selbst transportiert, also insbesondere durch
die Schlitze 14 und 16 des Behdltnisses 12 gefiihrt werden miissen, um
das Substrat 18 in der in dem Behé&ltnis 12 vorhandenen Fliissigkeit

behandeln zu k&nnen.

Damit sichergestellt ist, daB das Substrat 18 auBlerhalb des Behilt-
nisses nicht unkontrolliert mit der Fliissigkeit in Beriihrung kommt
und insbesondere durch die Durchtrittsschlitze 14 bzw. 16 nicht zuviel
Fliissigkeit austreten kann, sind -wie Fig. 4 verdeutlicht- die Schlitze
14 und 16 von vorzugsweise Schlitzdiisen 50, 52, 54 und 56 umgeben,
aus denen in Richtung auf die Durchtrittsschlitze 14, 16 ein lnertgas
ausstrémen kann, um so die von dem Substrat 18 mitgenommene
Flﬁsvsigkeit zuriickhalten zu konnen. Dabei sind die Diisen 50 bis 56
vorzugsweise - derart angeordnet bzw. hinsichtlich ihrer Austritts-
6ffnung ausgeb‘ildet, daB die gesamte Breite der Schlitze 14 und 16
sowohl unterhalb als auch oberhalb des Substrats 18 erfaBt wird.

Nachstehend soll anhand zweier Beispiele eine Behandlung von diinnen
zerbrechlichen Substraten erldutert werden, bei der die erfindungs-
gemdBe Vorrichtung 10 Verwendung findet. Dabei sind diesen Bei-

spielen weitere erfindungswesentliche Merkmale zu entnehmen.

Beispiel 1
Atz- und Spiilprozefl

Ein Arbeitsschritt bei der Herstellung von zum Beispiel Cadmium-~

sulfid/Kupfersulfid-Diinhschicht—Solarzellen ist das Anédtzen der
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Cadmiumsulfidschicht =zur Strukturierung der Oberflache. Eine ent-
sprechende Solarzelle umfafit einen Substrattrdger zum Beispiel in

2 mit einer Dicke wvon ca.

Form einer Glasplatte der Grofle 30 x 30 cm
1,5 mm. Auf diese Glasplatte wird ein Metallfilm zum Beispiel aus
Silber aufgedampft, der als erster elektrischer Kontakt dient. Auf
diesen Metallfilm wird sodann eine Cadmiumsulfidschicht aufgedampft.
Zur Verringerung von Reflektionen und zum Herausdtzen von Korn-
grenzen mufl die Cadmiumsulfidschicht-Oberfldache mit einer wissrigen
Salzsdure aufgerauht werden. Da dies kurzzeitig und sehr gleichméBig
erfolgen mufl, ist die erfindungsgemdBle Vorrichtung 10 zu benutzen.
Als Flussigkeit wird eine 18%ige Salzsdure mit einer Temperatur von
50°C  benutzt. Fir das der Gesamtdicke von 1,5 mm aufweisende
Substrat wird ein Beh#ltnis 12 benutzt, dessen Durchtrittsschlitze 14
und 16 ca. 3 mm dick sind. Die Cadmiumsulfidschicht wird sodann
durch das Behdltnis 12 derart transportiert, daf sie in Richtung des

Bodens des Beh#ltnisses 12 weist. Der Abstand zwischen den Schlitzen

‘14 und 16 ist 4 cm gewdhlt. Das Substrat 18 wird sodann von einer

Halteeinrichtung 36 aufgenommen, wie sie in Fig. 2 dargestellt ist.
Mit Hilfe dieser Halteeinrichtung 36 wird das Substrat 18 durch die
Schlitze 14 und 16 und durch die Fliissigkeit gefiihrt. Der Transport
der Platte erfolgt dabei durch die Fliissigkeit in ca. 15 Sekunden. Um
optimale Bedingungen oder Ergebnisse zu erzielen, endet der Abschnitt
38 der Leitung 22 ca. 2 cm unterhalb der Transportebene des
Substrats 18. Der Abschnitt 38 weist an seinem Ende eine ca. 30 cm
breite Schlitzdiise auf, wobei die Schlitze ca. 1 mm lang sind. Durch
diese Wahl der Schlitzdise ist-:“sic'hergest.ellt, dafl die Cadmium-
sulfid-Oberfldache gleichméﬁig von der wédssrigen Salzsdure beschwallt
wird. Anschliefend wird das Substrat 18 in gleicher Wéise durch eine
entsprechende Vorrichtung 10 weitertransportiert, in der jedoch an-

stelle der Atzlésung entionisiertes Wasser zum Spiilen vorliegt.

Beispiel 2

Chemisches Umsetzen

Zur Bildung der Cadmiumsulfid/Kupfersulfid-Halbleiterschicht miissen

die Cadmiumionen in der oberen Grenzschicht des Cadmiumsulfids in
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einem nass-chemischen Austauschprozef durch Kupferionen ausgetauscht
werden. Zu diesem Zweck kann das im Beispiel 1 angegebene Substrat
mit strukturierter Cadmiumsulfid-Oberfliche durch eine Vorrichtung 10
transportiert werden, in der sich eine Salzsdure-Kupferchlorid-L&sung
befindet. Die Abmessungen hinsichtlich Schlitzbreite, Schlitzlinge,
Fliissigkeitsspiegel und Abstand zwischen Schlitzdiise und Unterfliche
des Substrats koénnen die gleichen Werte aufweisen wie in Beispiel 1.
Vorteilhafterweise befindet sich die Vorrichtung zum - chemischen Um-
setzen hinter der Vorrichtung, in der die Cadmiumsulfid-Oberflidche
mit entionisiertem Wasser gespiilt wurde, so daf3 die Behandlung des
Substrats . kontinuierlich erfolgen kann, indem es nacheinander in
einer Linie angeordnete der erfindungsgemdflen Lehre gehorchende
Vorrichtungen durchlduft. Dabei braucht jedoch die Geschwindigkeit

des Substrats selbst nicht gedndert werden, wenn die Reaktionszeit

- vergrdflert oder verringert werden soll. Vielmehr ist es in diesem Fall

‘nur erfqrderlich, dafl die Wegstrecke innerhalb des jeweiligen Beh#lt-

nisses gedndert wird. So kann die fiir den Austausch der Cadmium-
ionen durch Kupferionen erforderliche ldngere Reaktionszeit dadurch
erreicht werden, dafl die Tiefe des Behdltnisses 12 in Transport-
richtung 6 cm gewdhlt wird, wohingegen diese im Beispiel 1 4 cm
betrug.
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Patentanspriiche:

Vorrichtung zum Behandeln von diinnem Substrat mit ~F1iissigkéit
im Durchlaufverfahren, ' -
dadurch gekennzeichnet,

daB das Substrat (18) waagerecht oder in etwa waagerecht durch
ein die Fliissigkeit aufweisendes Behdltnis (12) unterhalb des
Fliissigkeitsspiegels gefiihrt ist, wobei der durch die Fliissigkeits-
sdule oberhalb des Substrats hervorgerufene hydrostatische Druck
gleich oder in etwa gleich dem auf die Unterseite des Substrats
einwirkenden Druck ist, der durch einen kontrolliert in die
Fliussigkeit eingeleiteten und auf die- Unterseite des Substrats

auftreffenden Fliissigkeitsanteil mitbestimmt ist.

Vorrichtung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

daB das vorzugsweise im Schnitt rechteckige, kopfseitig offene
und bodenseitig geschlossene Behiltnis (12) an zwei gegeniiber- -
liegenden Wandungen Durchtrittsschlitze (14, 16) fiur das Substrat
(18) aufweist, daB das Behidltnis in einem Uberlaufgefaf (20)
angeordnet ist, von dem eine ein Forderaggregat (30) aufweisende
(erste) Leitung (22) ausgeht, deren freies Ende (38) auf die

Unterseite des Substrats ausgerichtet ist, daf zur kontrollierten
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Fliissigkeitsabgabe in den Bereich des Behdltnisses oberhalb des
Substrats eine (zweite) Verbindung (32) zwischen dem Uberlauf-
gefdl und dem Beh&ltnis besteht, daB wunterhalb des Substrats
von dem Behédltnis eine Steigleitung (36) ausgeht, die mit dem
Behidltnis oberhalb des Substrats verbunden ist, und daB von dem
Behdltnis oberhalb des Substrats eine den Flussigkeitspegel be-
stimmende Uberlaufleitung (28) ausgeht.

Vorrichtung nach Anspruch 2,
dadur/ch gekennzeichnet, »
dafl die zweite Leitung (32) von der ersten Leitung (22) nach dem

Férderaggregat (30) abzweigt und eine Drossel (34) aufweist.

Vorrichtung nach Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet,

daB das Behdltnis (12) iiber die Uberlaufleitung (28), in die die
Steigleitung (36) miindet, mit einem Flissigkeitsreservoire (26)
verbunden ist, das bodenseitig mit dem Uberlaufgefa (20) in

Verbindung steht.

Vorrichtung nach Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet,

daB die auf die Unterseite des Substrats (18) den Fliissigkeits-
anteil abgebende Leitung (38) zur gleichmdBigen Verteilung des
Flissigkeitsanteils auf das Substrat vorzugsweise mit einer Schlitz-

diise versehen ist.

Vorrichtung nach Anspruch 1 oder Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet,

da8 das Substrat (18) von einer Einrichtung - (36) aufgenommen
ist, die durch die Schlitze (14, 16) gefiihrt ist und vorzugsweise
aus zwei die Seitenrinder (38, 40) des Substrats aufnehmenden
Schienen (42, 44) mit V-férmig einander zugewandten in Lings-
richtung der Einrichtung verlaufenden Ausnehmungen (46, 48)
besteht.
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Vorrichtung nach Anspruch 1 oder Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet,

daB das Behidltnis (12) im Bereich der Schlitze (14, 16) von
vorzugsweise Inertgas auf das durch die Schlitze gefiihrte
Substrat (18) abgebenden Diisen (50, 52, 54, 56) umgeben ist.

Verfahren zum Behandeln wie zum Beispiel Benetzen, Spiilen,
Entfetten, Beschichten, Atzen oder chemisches Umsetzen von zumin-
dest einer Oberfldche eines diinnen Substrats,
gekennzeichnet durch

die Verfahrensschritte

a) waagerechtes oder nahezu waagerechtes Hindurchfithren des

Substrats durch die Flissigkeit unterhalb deren Oberflédche,

b) Beschwallen der Unterseite des Substrats mit einem Fliissig-

keitsanteil und
c¢) Einstellen des Drucks oberhalb und unterhalb des Substrats

in einem Umfang, dafl auf das Substrat keine eine mechani-

sche Deformation hervorrufende Druckdifferenz einwirkt.
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